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특허청  

청  1 

;

상   통 는 통비아;

상  통 비아  상   사 에 개재 는 웨 막(wetting layer); 

상  웨 막과 상  통 비아 사 에 개재 는 시드막  포 는 도체 칩.

청  2 

 1 에 어 ,

상  통 비아는 상    돌 는 것  특징  는 도체 칩.

청  3 

 2 에 어 ,

상  통비아  폭  상    돌  상  통비아   같거나 보다 큰 것  특징

는 도체 칩.

청  4 

 2 에 어 ,

상  웨 막과 상   사 에 개재 는  1 리어막; 

상  웨 막과 상  시드막 사 에 개재 는  2 리어막   포 는 것  특징  는 도체 칩.

청  5 

 4 에 어 ,

상  웨 막, 상   2 리어막  상  시드막  연 어 상  통비아  상  ,

상   1 리어막  상  웨 막  측벽   시키는 것  특징  는 도체 칩. 

청  6 

 1 에 어 ,

상  시드막과 상  통 비아는 리  포 ,

상  웨 막  ,   라듐  포 는 그룹에  택 는 어도 나  것  특징  는 도체

칩. 

청  7 

키지 ;

상  키지  상에 층 는 복  도체 칩들; 

상  복  도체 칩들 사 에 개재 어 상  도체 칩들   연결시키는 볼  포 ,

상  복  도체 칩들  어느 나  도체 칩 ,  1 , 상   1  통  상   1 

 돌   1 통비아, 상   1 과 상   1 통비아 사 에 개재 는  1 웨 막(wetting

layer),  상   1 웨 막과 상   1 통 비아 사 에 개재 는  1 시드막  포 ,

상  볼  간 층  개재 여 상   1 웨 막과 연결 는 것  특징  는 도체 키지. 
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청  8 

 7 에 어 ,

상  복  도체 칩들  다  나  도체 칩  도  드  포 , 상  볼  상  간

층과 상  도  드  동시에 는 것  특징  는 도체 키지.

청  9 

 7 에 어 ,

상  간 층  연 어 상   1 시드막  측벽  어도  는 것  특징  는 도체 

키지. 

청  10 

에  는 단계;

상   안에 포말 게 웨 막  는 단계;

상  웨 막 상에 포말 게 시드막  는 단계;

상  시드막 상에 상   채우는 통비아  는 단계; 

상    거 여 상  웨 막  시키는 단계  포 는 도체 칩   . 

  

   야

본  도체 칩,  포 는 도체 키지    에  것 다. [0001]

 경  

집  에  키징  에    실  신뢰  만 시키   지  어[0002]

다. 근에는 /    어 고 능 가 에 라 택에  다양  들  개

고 다. 

도체 치 야에  말 는 ' 택' 란 어도 2개 상  칩 또는 키지  직  아 리는 것  미[0003]

  다. 러  택 에 , 리  경우는 도체 집  공 에   가능  리 량

보다 2  상  리 량  가지는    다. 또  택 키지는 리 량 는 

실  도  실   사   측 에   갖  에 택 키지에  연   개  가

고 는 실 다. 

택 키지에 어  신  달 도 상 등   가지는 립칩 본  식에  가 고[0004]

다. 또 , 립칩 본  식  택 에  칩들 또는 키지들 간   신  달   통 실리

비아(Through Silicon Via)가 안 었다. 

 내

결 는 과

본  결 는 과 는 신뢰  상시킬  는 고집  도체 칩   포 는 도체 키[0005]

지  공 는  다.

본  결 는 다  과 는  상시킬  는 도체 칩    공 는  다. [0006]

과  결 단

상  과  달   본 에  도체 칩 , ; 상   통 는 통비아; 상  통 비[0007]
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아  상   사 에 개재 는 웨 막(wetting layer); 상  웨 막과 상  통 비아 사 에 개재 는 시드

막  포 다. 

상  통 비아는 상    돌   다. , 상  통비아  폭  람직 게는 상[0008]

  돌  상  통비아   같거나 보다 크다. 

상  도체 칩 , 상  웨 막과 상  시드막 사 에 개재 는  1 리어막;  상  웨 막과 상   사[0009]

에 개재 는  2 리어막   포   다. 

상  웨 막, 상   1 리어막  상  시드막  연 어 상  통비아  상    , 상[0010]

 2 리어막  상  웨 막  측벽   시킬  다. 

상  시드막과 상  통 비아는 리  포   , 상  웨 막  ,   라듐  포 는 그룹[0011]

에  택 는 어도 나   다.

상  과  달   본 에  도체 키지는, 키지 ; 상  키지  상에 층 는 복[0012]

 도체 칩들;  상  복  도체 칩들 사 에 개재 어 상  도체 칩들   연결시키는 

볼  포 , 상  복  도체 칩들  어느 나  도체 칩 ,  1 , 상   1  통

는  1 통비아, 상   1 과 상   1 통비아 사 에 개재 는  1 웨 막(wetting layer),  상

  1 웨 막과 상   1 통 비아 사 에 개재 는  1 시드막  포 , 상  볼  상   1 웨

막과 다. 

상  복  도체 칩들  다  나  도체 칩  도  드  포 , 상  볼  상   1 웨 막[0013]

과 상  도  드  동시에   다. 

상  볼  연 어 상   1 웨 막  측벽    다.[0014]

상  복  도체 칩들  다  나  도체 칩 ,  2 , 상   2  통 는  2 통비아,[0015]

상   2 과 상   2 통비아 사 에 개재 는  2 웨 막(wetting layer),  상   2 웨 막과 상

 통 비아 사 에 개재 는  2 시드막  포   , 상  볼  상   1 웨 막과 상   2

웨 막과 동시에   다. 

상  다  과  달   본 에  도체 칩   , 에  는 단계; 상[0016]

 안에 포말 게 웨 막  는 단계; 상  웨 막 상에 포말 게 시드막  는 단계; 상  시드

막 상에 상   채우는 통비아  는 단계;  상    거 여 상  웨 막  시키

는 단계  포 다. 

상  웨 막과 상  시드막  는 단계는 착 공    , 상  통비아  는 단계[0017]

는 도  공    다. 

 과

본   에  도체 칩  돌  통비아  웨 막  고 므  도  드  웨 막  가[0018]

 가 없다. 라  도체 칩  께    고 가 단 어 도체 치  고집 에 보

다 리 다. 또 , 공  단   어 생산  시킬  다. 

또  본   에  도체 키지는 돌  통비아  고 는 웨 막과 볼  므 , [0019]

볼과 웨 막 사 에 착  상시키고, 그 사 에 산 막  지 않아, 도체 키지  신뢰  상

시킬  다. 

또  본    에   도체  칩   ,  연  라 는   상  착(CVD)과  같[0020]

,  1 리어막, 웨 막,  2 리어막  시드막  리  상 착(PVD)과 같   

어, 각각  착공  므 , 나  착 공  라 에  처리   어 공  시간  단 시킬 

다.  생산  시킬  다.

도  간단  

도 1  본   에  도체 칩  단 도 다.[0021]

도 2는 도 1  A   단 도 다.
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도 3 내지 도 9는 도 2  단  가지는 도체 칩   과  나타내는 단 도들 다.

도 10  11  본   에 라 도체 키지  는 과  나타내는 단 도들 다. 

도 12는 도 11  B   단 도 다.

도 13  본  다  에  도체 칩   단 도 다.

도 14는 본  다  에  도체 키지  단 도 다.

도 15는 본  실시 들에  도체 들  비  리 카드  도시  블 도 다.

도 16  본  실시 들에  도체 들   보 처리 시  도시  블 도 다.

 실시   체  내

본    과    여, 첨  도  참 여 본  람직  실시 들  [0022]

다. 그러나 본  에  개시 는 실시 들에 는 것  아니라, 여러가지 태    

고 다양  변경  가   다. 단지, 본 실시 들에   본  개시가 도  , 본 

 는  야  통상  지식  가진 에게  주  게 알 주  여 공 는 것 다.

첨  도 에   들   편  여 그 크 가 실 보다 여 도시  것 , 각  

 비  과 거나   다. 도 상  동   에 는 동  참  또는 어

사 고, 동   에  복   생략   다. 

어   가 다   에 "상에" 다거나 "연결 어" 다고 재  경우, 다   에 상에[0023]

직  맞닿아 거나 또는 연결 어   지만, 간에 또 다   가 재   다고 어야

 것 다. , 어   가 다    "  에" 다거나 "직  연결 어" 다고 재  경

우에는, 간에 또 다   가 재 지 않는 것    다.  들 간  계  는

다  들,  들 , "~사 에"  "직  ~사 에" 등도 마찬가지    다. 

 1,  2 등  어는 다양  들  는  사   지만, 상  들  상  어들에[0024]

 어 는 안 다. 상  어들  나   다   별 는 만 사

 다.  들어, 본  리  어나지 않   1 는  2    

고, 사 게  2 도  1    다. 

단   맥상 게 다 게 지 않는 , 복   포 다. "포 다" 또는 "가진다"[0025]

등  어는  상에 재  특징, , 단계, 동 , ,  또는 들   것  재

지   것 , 나 또는 그 상  다  특징들 나 , 단계, 동 , ,  또는 들

 것들  가   는 것    다.  

본  실시 들에  사 는 어들  다 게 지 않는 , 당  야에  통상  지식  가진[0026]

에게 통상  알 진 미    다.

, 첨  도  참 여 본  람직  실시   본  상  다. 각 도[0027]

에 시  동  참 는 동  재  나타낸다. 

도 1  본   에  도체 칩  단 도 다. 도 2는 도 1  A   단 도 다. 도 2는[0028]

비아 미들(via middle)  개시 다.

도 1  참 , 본   에  도체 칩(100)  (1) , 상  (1)  직 통 여 [0029]

신  달 는 통비아(19a)  포 다. 상  (1)  도체   다. 상  (1)   

는  1 (1a,  들  에 당)과  2 (1b,  들  후 에 당)  포 다. 상   1 

(1a)   들  는 에 당   다. 상   1 (1a)에는 복  트랜지 들  포

는 집  (3)가 치 다.  상  집  (3)는 리 ,  직   들   포  

다.  상  집  (3)는   1  층간 연막(5)  다.  상   1  층간 연막(5)  실리 산 막( :

SiO2), 실리 질 막( : SiN, Si3N4),  실리 산질 막( : SiON)  포 는 그룹에  택 는 어도 

나   다. 상   1 층간 연막(5)  단 층 거나 복 층    다. 상   1 층간 연막(5)

는  2 층간 연막(23)  다. 상    2 층간 연막(23) 내에는 어도  층  들(21)  치

 다. 상   2 층간 연막(23)  단 층 거나 복 층    다. 상  통 비아(19a)는 연
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어 상   1 층간 연막(5)  통 여 상  들(21)     다. 도시 지는 않았지만, 상

통비아(19a)  상  들(21) 사 에는 리 등  산  지   는 산 지막  개재   다.

상   2 층간 연막(23)  시 막(27)  다. 상   2 층간 연막(23)과 상  시 막(27)

사 에는 상  들(21)과  연결 는 상  (25)  치   다. 상  상  (25)

상  시 막(27)  통 는 도  (29)  다. 상  도  (29)는 도  드(29a)  볼

(29b)  포   다. 상  볼(29b)  주 과  (SnAg)  포   다. 상  시 막

(27)  실리  질 막 또는 연  고 막    다. 

계 , 도 1  도 2  참 여, 상  통 비아(19a)는 상  (1)   2 (1b)  돌 다. 상[0030]

 통 비아(19a)  폭(W1)  상  (1)    2 (1b)  돌  상  통 비아(19a)  (H1)

같거나 보다 크다.  들 , 상  통 비아(19a)  는 약 5㎛ 고 상  통 비아(19a)  폭(W1)  약

7~8㎛   다. 상  통 비아(19a)는 리 또는  포   다. 상  통 비아(19a)  상  

(1) 사 에는 연 라 (9a)가 개재 다. 상  연 라 (9a)는 실리  산 막 ,  들  200~300℃

에  는 열산 막   다. 상  연 라 (9a)  상  통 비아(19a)  상  연 라 (9a) 사

에는 웨 막 (wetting layer, 13a)  개재 다. 상  웨 막 (13a)  산 지 않는 질 ,  들

(Au), 라듐(Pd)  (Pt)  포 는 그룹에  택 는 어도 나  포   다. 상  웨 막 

(13a)  리  상 착(PVD)     다. , 상  웨 막 (13a)  약 0.2㎛ 

 얇  께  가지도    다.  들 , 상  웨 막 (13a)  약 0.01~0.05㎛  께  가질

 다. 또  상  웨 막 (13a)  원 단 층(atomic monolayer)  께,  0.001~0.005㎛  께  가

지도    다. 

상  웨 막 (13a)과 상  통 비아(19a) 사 에는 시드막 (17a)  치 다. 상  시드막 (17a)[0031]

 리  포   다. 상  웨 막 (13a)과 상  연 라 (9a) 사 에는  1 리어막 (11a)

 치   고, 상  웨 막 (13a)과 상  시드막 (17a) 사 에는  2 리어막 (15a)  치

  다. 상  리어막 들(11a, 15a)  티타늄, 티타늄질 막, 탄탈   탄탈  질 막  포 는 그

룹에  택 는 어도 나  포   다. 상   2 리어막 (15a)  상  시드막 (17a)과 상

 통 비아(19a)에 포   는 리  산  막는다. 또  상   1 리어막 (11a)과 상   2

리어막 (15a)  상  웨 막 (13a)    는  산  막는 역  다. 상   1 리

어막 (11a)  상  웨 막 (13a)과 상  연 라 (9a) 사 에  상  웨 막 (13a)  착막 역

   다.  상  웨 막  (13a),  상   2  리어막  (15a)   상  시드막  (17a)

연 어, 상  통비아(19a)  돌   는다. 상   1 리어막 (11a)과 상  연 라 (9a)도

상  (1)   2 (1b)  돌 나, 상  웨 막 (13a)  측벽  시킬  다. 

도 1  도 2   가지는 도체 칩(100)에 , 상  (1)   2 (1b)  상  통 비아(19a)[0032]

 단 가 돌 어 다. 돌  상  통 비아(19a)  단 는 도  드 또는 도   역    

다. 라  본   도체 칩(100)에 는 (1)   2 (1b, 후 에 당)에 가  도  드

나 도    가 없다. ,  단 시키 , 도체 칩  께  낮   다. 는

도체 칩  고집 에 리 다.  또  돌  상  통 비아(19a)  단 가,  산 지 않는 웨 막 

(13a)  여 므 , 후 에 볼과 시킬 , 볼과 웨 막 (13a) 사 에 연 산 막  

지 않아, 볼   다. , 상  볼과 웨 막 (13a) 사  착  상  

연산 막  없 므    아  신뢰  상시킬  다. 또 , 본 에  리  포  

는 시드막 (17a)과 통비아(19a)  상  웨 막 (13a)과  2 리어막 (15a)에  러싸

므 , 리  산  벽 게 차단시킬  다.  도체 칩  리  염 는 것  막  

어 도체 치  신뢰  상시킬  다. 

도 3 내지 도 9는 도 2  단  가지는 도체 칩   과  나타내는 단 도들 다.[0033]

도 3  참 ,  1 (1a)과  2 (1b)  가지는 (1)  비 다. 상   1 (1a)에 집  (3)[0034]

 다. 상   1 (1a) 상에  1 층간 연막(5)  층 여 상  집  (3)  는다. 

도 4  참 , 상   1 층간 연막(5)과 상  (1)  닝 여 통 (7)  다. 상  통[0035]

(7)  닥  상   2 (1b)과 격 도  다. 

도 5  참 , 상  통 (7)   상  (1)  상   1 (1a) 상에 연 라 막(9),  1 [0036]

리어막(11), 웨 막(13),  2 리어막(15)  시드막(17)  차  포말 게 다. 상  연 라 막
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(9), 상   1 리어막(11), 상  웨 막(13), 상   2 리어막(15)  상  시드막(17)  착 공

  다. 상  연 라 막(9)  실리  산 막 ,  들  200~300℃에  는 열산 막

  다. 상  웨 막(13)  산 지 않는 질 ,  들  (Au), 라듐(Pd)  (Pt)  포

는 그룹에  택 는 어도 나    다. 특 , 상  웨 막(13)  리  상 착(Physical

vapor deposition) 또는 원  막 착(Atomic layer deposition)  여   다. ,

상  웨 막(13)  얇게   얇  께  균 (uniformitiy)  착 (adhesiveness) 상에도 크게

도움  다. 

상  리어막들(11, 15)  티타늄, 티타늄질 막, 탄탈   탄탈  질 막  포 는 그룹에  택 는 [0037]

어도 나    다. 상  시드막(17)   들  리    다. 상  착 공   들

,  상 착(Chemical vapor deposition), 리  상 착(Physical vapor deposition) 또는 원

막 착(Atomic layer deposition)   다. 상  연 라 막(9), 상   1 리어막(11), 상  웨

막(13), 상   2 리어막(15)  상  시드막(17)   착 공  므 , 나  착 공  라

안에     다.  공  시간  단 시키고 생산  시킬  다. 상  시드막(17)

상에 통 비아막(19)  다. 상  통 비아막(19)  도  공  여   다. 상  도

공   도  또는  도   다. 상  통 비아막(19)  상  통 (7)  채우도  다. 

도 6  참 , 평탄 식각 공  진 여 상   1 층간 연막(5) 상  상  연 라 막(9), 상  [0038]

1 리어막(11), 상  웨 막(13), 상   2 리어막(15), 상  시드막(17)  상  통 비아막(19)  거

고, 사   1 층간 연막(5)  상  시킨다. , 상  통 (7) 안에 연 라 (9a),  1

리어막 (11a), 웨 막 (13a),  2 리어막 (15a), 시드막 (17a)  통 비아(19a)가 남는

다. 

도 7  참 , 상   1 층간 연막(5) 상에 들(21)과  2 층간 연막(23)  다. 상   2 층[0039]

간 연막(23)  상에 상  들(21)과  연결 는 상  (25)  다.  상  층간 연막들

(5,23)  실리  산 막 계열  질    다. 상  들(21, 25)   도  폴리실리

거나  막    다. 상   2 층간 연막(23) 상에 상  상  (25)   시키

는 시 막(27)  다. 상  시 막(27)  실리  질 막 나, 연  고  질  

 다. 상  시 막(27) 상에 상  상  (25)  는 도  (29)  다. 상  도  

(29)는 도  드(29a)  볼(29b)  포 , 도  공  2  연  진 여   다. 상

 도  드(29a)는 리  같   질    다. 상  볼(29b)  주 , 납   포 는

그룹에  택 는 어도 나   포   다. 상  도  (29)   후에, 상  (1)

상   1  (1a)  상에(상  시 막(27)  상에)  지지체(31)  착시킨다.  상  지지체(31)는  라

, 실리  ,  , 폴리   등과 같  경  재질,  신  는  등과 같  연  재

질    다. 상  지지체(31)는 상  (1)  상   1 (1a)  보 는 역  다. 

도 8  도 9  참 , 상  지지체(31)가 착  상태에  상  (1)  집어 상   2 (1b)  [0040]

라 게 다. 그리고 상  (1)에 여  에치  공  진 여 상   2 (1b)에  상

(1)   1 께(T1) 만큼 거 다. , 상  통 비아(19a)   고  상  연 라

(9a)   1 리어막 (11a)도  거 어 상  웨 막 (13a)  다. 상  연 라 (9a)

상  상   1 리어막 (11a)  상 과 같  에 거나 보다 낮   다. , 상  통

비아(19a)는 상   2 (1b)  돌 다. 

후  도 2  참 여, 상  (1)  집고 상  지지체(31)  거   다. [0041]

 같   도체 칩(100)  키징 는 과   다.[0042]

도 10  11  본   에 라 도체 키지  는 과  나타내는 단 도들 다. 도 12는 도[0043]

11  B   단 도 다.

도 10 내지 도 12  참 , 키지 (200) 상에 도 1  도체 칩과 동   1 도체 칩(100a)과  2[0044]

도체 칩(100b)  층 다. , 상   1 도체 칩(100a)  웨 막 (13a)  상   2 도체 칩

(100b)  볼(29b)    다. 상  키지 (200)   1 드(202),  2 드(206)  상  

드들(202, 206)  연결 는 비아(204)  포   다. 상  키지 (200)  쇄    다.

 같  층 에  열  가  상  볼(29b)  ,  상  볼(29b)과 상  웨 막 
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(13a)  사 에  상  볼(29b)   상  웨 막  (13a)  가  어  간

(Intermetallic compound, IMC) 층(129)  다. 상  간 층(129)과 상  볼(29b) 사  경

계는   다. 상  간 층(129)  상   2 리어막 (15a)  측벽   도  상

웨 막 (13a)  상단    침   다. 상  볼(29b)  상  웨 막 (13a)  측벽

   다. 상  웨 막 (13a)  산 가 지 않 므  연 산 막  지 않아, 상  볼

(29b)   상  웨 막 (13a) 에  게 다.  상  볼(29b)과 상  웨 막 

(13a) 사  착  상 고 계   감 어, 도체 키지  신뢰  상시킬  다. 후

상  키지 (200)   2 드(206)에  볼(208)  착시킬  다. 그리고 상  도체 칩들

(100a, 100b)  는 몰 막(210)    다.

상   2 도체 칩(100b)  도 1  도체 칩(100)과 다   다.[0045]

도 13  본  다  에  도체 칩   단 도  비아 라 트(via last)  개시 다.[0046]

도 13  참 , 통 비아(19a)는 (1),  1 층간 연막(5)   2 층간 연막(23)  통 여, 재[0047]

(33)과 다. 상  재 (33)  상  통 비아(19a)  상  (25)   연결시킨다. 도 13

도체 칩 , 상   2 층간 연막(23)과 상  상  (25)   후에, 통 비아(19a)  고,

그 후에 상  재 (33)     다. 그     과  도 2  참 여 

 동 / 사   다. 

도 14는 본  다  에  도체 키지  단 도 다. [0048]

도 14  참 , 키지 (200) 상에 도 1  도체 칩과 동   1 도체 칩(100a)과  2 도체 칩[0049]

(100b)  층 , 상   2 도체 칩(100b)  도 11과 다 게  집어  층 다. , 상  

1 도체 칩(100a)  웨 막 (13a)과 상   2 도체 칩(100b)  웨 막 (13a)   마주보도  

다. 그리고 들 사 에 내  볼(35)  치시킨 후에 가열 여 상  내  볼(35)  상  웨 막 

들(13a)과 착 도  다. 상  내  볼(35)   볼  거나, 또는    본

(self-assembly solder bonding) 공  여   다. 상     본   들과

착 지  포 는  상  웨 막 들(13a) 사 에 도포  후 열처리 여 상   들  

는  상  가열 ,  들  상  착 지 내에  동 여 상  웨 막 들(13a)  

동 고 착  진   다. 

도 15  본  실시 들에  도체 들  비  리 카드  도시  블 도 다.[0050]

도 15  참 , 리 카드(1200)는 트  리(1210) 간     어 는 리 컨트[0051]

러(1220)  포   다. 에 램(1221)  앙처리 치(1222)  동  리  사   다. 트

(1223)는 리 카드(1200)  는 트     비   다.  

 드(1224)는 리(1210)  독  에 포 는  검     다. 리 

(1225)는 리(1210)  싱 다.  앙처리 치(1222)는 리 컨트 러(1220)   

  어 동    다. 리(1210)는 본  들  도체 칩들(100)  도체 키지

들  어도 어느 나  포   다.

도 16  본  실시 들에  도체 들   보 처리 시  도시  블 도 다.[0052]

도 16  참 , 보 처리 시 (1300)  본  실시 들에  도체 칩들  도체 키지들 [0053]

어도 어느 나  비  리 시 (1310)  포   다. 보 처리 시 (1300)   나

컴퓨  등  포   다. , 보 처리 시 (1300)  시  (1360)에  연결  

리 시 (1310), (1320), 앙처리 치(1330), 램(1340), (1350)  포   다. 리

시 (1310)  리(1311)  리 컨트 러(1312)  포   고, 도 16  리 카드(1200)  실질

 동 게   다. 러  리 시 (1310)에는 앙처리 치(1330)에  처리  

또는 에   가   다. 보 처리 시 (1300)  리 카드, 도체 크 치

(Solid  State  Disk),  카 라  미지  (Camera  Image  Sensor)   그    칩 (Application

Chipset)  공   다.

상   상   개시  실시 상태  본  는 도가 아니 , 본  지  어[0054]
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나지 않는  내에  다양  다  , 변경  경에  사   다. 첨  청 는 다  실시 상

태도 포 는 것  어야  것 다.

도

도 1
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